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Telefunken Diode BA479G

Datasheet

BA479G-BA479S

Silizium-PIN-Dioden

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerkan

Besondere Merkmale:
@ Grolier Frequanzbereich 10 MHz.. .1 GHz

Abmassungen in mm
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Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximaler Warmewiderstand
Sparrschicht-Umgebung
I=4a mm, T, =konstant

Kenngréien
Tﬂb = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Durchlalspannung
le =20 ma
Spemstrom
U, =30V
Dindenkepazitat
Uy =0, f=100 MHz

Differentialler DurchlaBwiderstand
JF = 1.5 mA, =100 MHz
Sparnimpadanz

Uy=0.r=100MHz BAA479G
BA 4735

M

Min.

Standard Glasgehiuse
5442 DIN 41880

JEDEC DO 35
Gewicht max. 0,16 g
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